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Shallow and high activated junctions in n+/p Ge using FLA and O knocked on effect 
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【はじめに】シリコン(Si)よりも高い移動度を示す

ゲルマニウム(Ge)は 5nm 世代以降のトランジス

タのチャネル材料として有望視されている。しか

し、Ge中の不純物活性化に関する報告例は少なく、

特に n型不純物は p型不純物と比べ拡散係数が大

きいために、浅く高活性な接合形成に関する報告

例が少ない。我々はこれまでに、Ge中の n型不純

物の活性化を報告してきた[1]。本発表では、さら

なる高活性化に向け、イオン注入時の酸素のノッ

クオンが活性化に与える影響を報告する。 

【実験】前洗浄からイオン注入までの Q-time(放

置時間)が異なる 2種類のGe基板を用いて Pのイ

オン注入を行った(イオン注入装置: EXEED®、

CLARIS®)。試料の活性化には、FLA(装置：

LA-3000F)を用いた。熱処理を施した試料に対し、

不純物の活性化をシート抵抗測定にて評価し、不

純物の深さ分布を SIMS分析にて評価した。 

【結果】Fig.1 に Ge基板中の O の SIMS プロフ

ァイルを示す。Q-time の短い試料の方が Q-time

の長い試料に比べ約１桁低い酸素濃度を示した。

これは、Q-time の短い試料の方が、前洗浄後 Ge

基板表面に形成される自然酸化膜が薄く、イオン

注入時に基板へノックオンするOが少ないためで

あると考えられる。Fig.2に Rs-Xjプロットを示す。

基板中の酸素濃度が低い試料において良好な

Rs-Xjプロットが得られ、前回の報告[1]と比べ本研

究では約 50%のキャリア密度の改善が確認できた。

特に良好な試料では Xj:15.9nm@1E19cm-3, 

Rs:309ohms/sq. の浅く高活性な接合を形成する

ことができた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 SIMS profiles (P-doped Ge) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2 Rs- Xj plot 

【まとめ】イオン注入時にノックオンする Oの量

を低減し、FLA処理することで n型不純物の浅く

高活性な接合を形成することができた。 
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